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Органические полупроводниковые материалы, в том числе и фталоцианин меди (CuPc), активно используются для создания приборов опто- и наноэлектроники. Пленки CuPc состоят из молекулярных кристаллитов, проводимость в которых вдоль оси примерно на два порядка больше, чем в перпендикулярном направлении. Поэтому, для  создания эффективных приборов на их основе необходимо установить факторы, определяющие формирование протяженных кристаллитов хорошего структурного качества, ориентированных в заданном направлении. 
В работе исследовались пленки CuPc различной толщины, сформированные методом термовакуумного напыления на  следующих подложках: естественно-окисленной и нитридизованной (см.[1]) поверхностях (001) GaAs, стекле и графите. Пленки формировались при разных значениях скорости напыления и температуры подложки. 
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На рисунке 1 показаны протяженные горизонтально-лежащие кристаллиты высотой около 10 нм (по данным АСМ), выращенные на нитридизованной поверхности GaAs(001) n-2∙1018см-3 при температуре подложки 1500С и скорости роста 0.2 нм/мин. В аналогичных условиях на окисленной поверхности GaAs формируются кристаллиты, оси которых направлены под углом к плоскости поверхности подложки. Такое отличие, вероятно, объясняется более высокой скоростью миграции молекул по нитридизованной поверхности. Методом спектроскопии анизотропного отражения обнаружено, что оси кристаллитов имеют преимущественную ориентацию в направлении принципиальной оси поверхности (001). Формирование протяженных горизонтальных кристаллитов обнаружено также и на поверхности графита,  где они вытянуты вдоль границ ступеней.  Увеличение скорости роста и уменьшение температуры подложки приводят к увеличению угла наклона оси кристаллитов относительно плоскости подложки. 
Полученные результаты могут быть использованы при создании приборов органической наноэлектроники, в которых проводимость вдоль поверхности должна быть максимальной, например, в полевых транзисторах.
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Рис.1 СЭМ изображение пленки CuPc, выращенной на нитридизованной поверхности (001)GaAs n 2∙1018см-3.
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